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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成21年4月23日(2009.4.23)

【公開番号】特開2007-243143(P2007-243143A)
【公開日】平成19年9月20日(2007.9.20)
【年通号数】公開・登録公報2007-036
【出願番号】特願2006-289909(P2006-289909)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  33/00     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/28     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ  33/00    　　　Ｅ
   Ｈ０１Ｌ  33/00    　　　Ｃ
   Ｈ０１Ｌ  21/28    ３０１Ｒ
   Ｈ０１Ｌ  21/28    ３０１Ｂ

【手続補正書】
【提出日】平成21年3月5日(2009.3.5)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ｎ型窒化ガリウム系化合物半導体と、該半導体にオーミック接触する電極と、を有し、
該電極が該半導体に接するＴｉＷ合金層を有し、前記ＴｉＷ合金層のＴｉ濃度が４ｗｔ％
以上である、半導体素子。
【請求項２】
　ｎ型窒化ガリウム系化合物半導体と、該半導体にオーミック接触する電極と、を有し、
該電極が該半導体に接するＴｉＷ合金層を有し、前記ＴｉＷ合金層におけるＷとＴｉの組
成比が該層の厚さ方向に略一定である、半導体素子。
【請求項３】
　前記ＴｉＷ合金層が、Ｔｉを１０ｗｔ％含むＴｉ－Ｗターゲットを用いたスパッタリン
グ法により形成されたものである、請求項１または２に記載の半導体素子。
【請求項４】
　前記電極が熱処理を加えられたものである、請求項１～３のいずれか１項に記載の半導
体素子。
【請求項５】
　前記電極が、前記ＴｉＷ合金層の上に積層された金属層を有する、請求項１～４のいず
れか１項に記載の半導体素子。
【請求項６】
　前記金属層がＡｕ層を含む、請求項５に記載の半導体素子。
【請求項７】
　前記金属層が、前記ＴｉＷ合金層の直上に積層されたＡｕ層を含む、請求項６に記載の
半導体素子。
【請求項８】
　前記金属層がＡｕまたは白金族元素の単層からなるか、あるいは、最上層としてＡｕ層
または白金族元素層を含む積層体である、請求項６に記載の半導体素子。
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【請求項９】
　前記金属層が、Ａｕと同じ融点またはＡｕよりも高い融点を有する金属のみを含む請求
項６に記載の半導体素子。
【請求項１０】
　前記金属層がＲｈを含まない、請求項５に記載の半導体素子。
【請求項１１】
　前記金属層がＡｌを含まない、請求項５に記載の半導体素子。
【請求項１２】
　前記電極の表面の算術平均粗さＲａが０．０２μｍ以下である、請求項１～１１のいず
れか１項に記載の半導体素子。
【請求項１３】
　ｎ型窒化ガリウム系化合物半導体の表面にＴｉＷ合金層を電極の一部として形成する工
程を含み、前記ＴｉＷ合金層のＴｉ濃度が４ｗｔ％以上である、半導体素子の製造方法。
【請求項１４】
　Ｔｉ－Ｗターゲットを用いたスパッタリング法によって前記ＴｉＷ合金層を形成する、
請求項１３に記載の製造方法。
【請求項１５】
　前記ＴｉＷ合金層のＴｉ濃度が７０ｗｔ％以下である、請求項１３または１４に記載の
製造方法。
【請求項１６】
　前記ＴｉＷ合金層を熱処理する工程をさらに有する、請求項１３～１５のいずれか１項
に記載の製造方法。
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